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4H-SiC 単結晶（Nd ～6×1019 cm−3）のファセットモフォロジーを観察した。また、比較のために、通




図１に、LV-SEM により観察した高濃度窒素添加 4H-SiC 単結晶ファセット上のステップモフォロジ
ーを示す。（a）が全体像で、（b）は白い帯状コントラストの拡大像である。これら LV-SEM 像は、主に
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図 1．高濃度窒素添加 4H-SiC 単
結晶（0001_）面ファセットの LV-
SEM 像。（a）全体像、（b）積層
欠陥終端部の拡大像。 
